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Легированный кремний используется для производства интеграль-
ных схем, инфракрасных фотоприемников и солнечных батарей. Об-
ласть применения кремния зависит от величины удельного электриче-
ского сопротивления (у.э.с), которая, в свою очередь, зависит от кон-
центрации введённой примеси. Солнечным является кремний с величи-
ной смОм 6  . 
Для получения солнечного кремния наиболее подходящей является 
технология нейтронно-трансмутационного легирования (НТЛ), которая 
используется на реакторе ИРТ–Т. Однако для получения кремния сол-
нечного качества необходимо создание условий, при которых отноше-
ние плотности потока тепловых нейтронов к быстрым, в канале реакто-
ра, будет наибольшим, что минимизирует количество внутренних де-
фектов в образце. 
Проведенный нейтронно-физический расчет проектируемого вер-
тикального канала со средней плотностью потока тепловых нейтронов 
1213
Т ссмн101.4Ф    реактора ИРТ с различными замедлителями 
показал, что в случае использования бериллия в качестве замедлителя, 
среднее отношение плотности потока тепловых нейтронов к быстрым 
имеет наибольшее значение, которое составляет 24,35. По сравнению с 
графитом и тяжелой водой у которых данное отношение получилось 
равным 6,72 и 7,72 соответственно. Полученное значение для канала с 
бериллиевым замедлителем делает теоретическим возможным получе-
ние кремния солнечного качества на реакторе 
ИРТ-Т. 
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